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１．概要（Summary） 

発電層の周囲に MIS (Metal-Insulator-Semiconductor)

ダイオードを設置し，電圧印加により励起キャリヤの再結

合を抑止する電界効果型マイクロウォール太陽電池を提

案する[1, 2]。今回はＳｉマイクロウォール形成のためのドラ

イエッチング条件出しを行った 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置 (エリオニクス社製： 

ELSG100)、エッチング装置（RIE SiO2)、 

エッチング装置（ICP poly-Siゲート用） 

【実験方法】 

 Si基板表面に 500nmの SiO2膜を形成し、電子ビーム

描画装置によるリソ、エッチング装置（RIE SiO2)による

SiO2 のエッチングを行った。その SiO2 をマスクとして、

ICP-RIE にて Si マイクロウォール形成を行った。条件出

しとして下記の 3条件を行った。 

① Siエッチング処理直前の HF処理の有無。 

② EB レジストとして SAL601 SR7 と SAL601 SR2。 

③ エッチング時間 100～120秒 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Siエッチング処理直前のHF処理の有無の比較をFig．

1 に示す。HF処理を行わなかったものの方が、テーパが

少ない結果になった。 

EB リソグラフィにてレジストを SAL601 SR7 と SAL601 

SR2でパターニングを行ったものの比較をFig. 2 に示す。

SAL601 SR2 の場合は、マスク形成時にダメージが入っ

たためにマスクに粗さが見られた。 

Si エッチングの条件出しからレート出しを行い、600nm/

分の Siエッチングレートを得た。 (Fig3.) 

今回の条件を元に、太陽電池作製を実施する。 
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Fig. 1 SEM images after dry etching of micro 

wall of the solar cell with HF treated (a) and 

without HF treated (b). 

 

Fig. 2 SEM images after dry etching of micro wall 

of the solar cell utilizing SAL601 SR7 (a) and 

SAL601 SR2 (b). 
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Fig. 3 SEM images after dry etching of micro 

wall of the solar cell for the etching time of 120 

s (a) and the etching time of 100 s (b). 
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